
東南科技大學技術移轉授權合約書

東南科技大學(以下簡稱甲方)機械工程系黃仁清教授(以下簡稱乙方)將其所擁有之

r AFM base 超高壓奈米氧化系統J 技術(以下簡稱移轉標的)移轉給 「比亞特有限公司 J

(以下簡稱丙方) ，雙方同意本於誠信原則，協議下列條款，以為共同遵守:

一、 乙方將移轉標的以新台幣 10 1. 000 元整之技轉授權金(以下稱技轉金)移轉給丙

方，移轉標的授權內容明細詳如本合約附件一。

授權日期自過1年 12 月 LE3至盟主年1月豆L臼止，授權地區為中華民國地區。

二、 前項技轉金之支付方式如下:

技轉金應於簽約後一個月內一吹付清給甲方。丙方所付技轉金，凡須由丙方扣繳稅

款申報稽徵機關者，應依當時稅法規定辦理。收到丙方所付技轉金後由甲方依本校

「智慧財產管理辦法j 核撥權利金給乙方。

三、 乙方保證附件一所載之移轉標的，於簽約之前未將移轉標的做為質權之標的。所有

移轉標的如有質權行為致丙方道受權益損失時，乙方應負責賠償丙方。

四、 丙方在本合約中所有之權利義務，未經乙、丙方事前書面同意，不得讓與或轉授權

予任何第三人。閃方若有違反，乙方得不經催告逕行終止本合約。

五、 丙方利用本移轉標的製造、使用或銷售任何產品、服務之行為與乙方均無關，應自

負因此所生之一切法律責任。丙方如有任何侵害智蠶財產權之行為或其他違法行為

致遭受第三人請求或被訴峙，其責任完全由丙方自負。如第三人因丙方製造、使用

或銷售產品或服務之行為向乙方提出任何請求導致任何損失，內方應補償之。

六、 丙方利用本移轉標的自行研發所產生之衍生技術，或有其他與移轉標的相關之技術

研發成熟時，其智慧財產權歸屬丙方，但應通知乙方並依互惠原則優先將該技術移

轉給丙方，移轉契約由雙方另訂之。

七、 丙方依移轉標的所製之專利產品，應依授權地區之有關法律為適當之標示。

八、 乙方擔保盡力協助丙方自行使用本技銜，但不擔保本技街之可專利性、合用性及商

品化之可能性。

九、丙方若違反本合約之任何條款，乙方均得不經催告逕行終止本合約，並請求損害賠

償。

十、乙方應將移轉標的之相關技術說明文件於簽約時以紙本或電子檔方式交付給丙

方。

十一、 本技術移轉程序如涉及專利授權登記，其申請登記所需之費用(含規費及代理人

服務費)由丙方支付。

十二、 本合約得經雙方同意以書面修改增訂，並應將經雙方簽署之書面附於本合約之

後，作為本合約之一部分，並取代己修改增訂之原條文。



十三、 本合約未規定事宜應依民法及其他相關規定辦理。

十四、 本合約應依中華民國之法律予以解釋及規範:雙方對於本合約、或因本合約而引

起之疑義或糾紛，雙方同意先依誠信原則解決之。

十五、 本合約因爭議糾紛無法解決而涉訟時，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法

院。

十六、 本合約書正本壹式三份，由甲乙丙三方各執正本一份為憑。
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I 附件1 技衛移轉授權內容。

(一) AFM base超高壓奈米氧化系統技術

特點:

1. 提供奈米微探針之製作技術

2. 適用於奈米微結構製作.

3. 可提升奈米級氧化術之結構高度

4. 可推廣至奈米複雜圖案加工.
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